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Halbleiter-Bauteil mit einer Siliziumscheibe 
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Bei einem Halbleiter-Bauteil mit einer Siliziumscheibe (1) 
mit aufgebrachten Schaltungen mit Halbleiterfunktionen 
soil die Zahl der pro Flacheneinheit untergebrachten Halblei- 
terf unktion erhoht warden. 

ErfindungsgemaR ist jeweils auf beide Seiten der Siliziums- 
cheibe (1) eine Schaltung (2) aufgebracht. 
Insbesondere Halbleiter-Bauteil zur Realisierung von 
EPROMs, RAMs. 
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Beschreibung 

Die Erfindung geht aus von einem Halbleiter-Bauteil 
gemaB dem Oberbegriff des Anspruchs 1. 

Eur Herstellung sogenannter Chips ist es bekannt, auf 5 
eine Seite einer Siliziumscheibe durch mehrere aufein- 
anderfolgende technologische Vorgange mit Masken, 
Belichtung, Diffundierung und dgl. jeweils eine Schal- 
tung mit einer Vielzahl von Halbleiterfunktionen aufzu- 
bringen, die dann in einer geringen Oberflachentiefe der 10 
Siliziumscheibe realisiert ist Die Siliziumscheibe, die auf 
einer Seite eine Vielzahl derartiger vorzugsweise glei- 
cher Schaltungen tragt, wird anschlieBend zwischen den 
einzelnen Schaltungen gebrochen, so daB einzelne soge- 
nannte Chips aus je einem Teil der gesamten Silizium- 15 
scheibe mit der aufgebrachten Schaltung entstehen. 
Dieses Chip wird mit der nicht mit der Schaltung verse- 
henen Seite auf eine Tragerplatte aufgebracht. Auf der 
Tragerplatte vorgesehene Anschliisse werden Qber dun- 
ne Drahte mit den einzelnen Anschlussen des Chip ver- 20 
bunden, namlich "gebondet". 

Die Zahl der Halbleiter-Funktionen, die auf einer Fla- 
cheneinheit untergebracht werden kann, ist dabei durch 
Grenzen in den MaBen der einzelnen Halbleiter und der 
technologischen Prozesse begrenzt Je nach der ange- 25 
wandten Technologie konnen auf einem mm 2 mehrere 
Hundert oder mehrere Tausend Halbleiterfunktionen 
realisiert werden. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die Zahl 
der pro Flacheneinheit realisierbaren Halbleiterfunktio- 30 
nen zu erhdhen. 

Diese Aufgabe wird durch die im Anspruch 1 angege- 
bene Erfindung geldst Vorteilhafte Weiterbildungen 
der Erfindung sind in den Unteranspruchen angegeben. 

Durch die erfindungsgemaBe Losung wird somit die 35 
Zahl der pro Flacheneinheit realisierbaren Halbleiter- 
funktionen verdoppelt Vorzugsweise sind auf die bei- 
den gegenuberliegenden Seiten der Siliziumscheibe 
oder des Teils der Siliziumscheibe, die spater ein Chip 
bildet, identische Schaltungen aufgebracht. Es konnen 40 
auch unterschiedliche Schaltungen einander gegenuber- 
liegend auf eine Scheibe aufgebracht sein. Die beiden 
gegenuberliegenden Schaltungen arbeiten vorzugswei- 
se unabhangig voneinander. Durch die (ibliche Dicke 
der Siliziumscheibe von etwa 0,4 mm ist eine ausrei- 45 
chende Entkopplung der auf beiden Seiten vorgesehe- 
nen Schaltungen gewahrleistet Das erfindungsgemaBe 
Bauteil ist allgemein zur Bildung von Chips und inte- 
grierten Schaltungen geeignet, insbesondere zur Reali- 
sierung von logischen Schaltungen wie EPROMs, 50 
RAMs und dgl. Anstelle der Siliziumscheibe kann auch 
eine Scheibe aus einem anderen Halbleiter- Material 
verwendet werden, das fur die Herstellung von Schal- 
tungen mit Halbleiter-Funktionen in der beschriebenen 
Art geeignet ist 55 

Die Erfindung wird anhand der Zeichnung erlautert. 
Darin zeigen 

Fig. 1 eine erf indungs gemaB ausgebildete Silizium- 
scheibe und 

Fig. 2 die Anbringung eines erfindungsgemaB ausge- 60 
bildeten Chips an einer Tragerplatte. 

Fig. t zeigt eine Siliziumscheibe 1 mit einer Dicke von 
etwa 0,4 mm. Auf der oberen Seite der Scheibe 1 ist eine 
Vielzahl von identischen Schaltungen 2a mit bekannten 
technologischen Verfahren gebildet Die einzelnen 65 
Schaltungen 2a haben z.B. eine Abmessung von 
10x10 mm. Entsprechend ist auf der unteren Seite der 
Scheibe 1 eine Vielzahl von Schaltungen 2b gebildet, die 
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deckungsgleich den Schaltungen 2a gegenuber liegen. 
Durch die Dicke der Scheibe 1 ist eine ausreichende 
Trennung und Entkopplung zwischen den Schaltungen 
2a und 2b gewahrleistet Die Scheibe 1 ist so groB, daB 
auf jeder Seite eine Vielzahl von mehreren Hundert 
derartigen Schaltungen vorgesehen sein kann. Nach- 
dem die Scheibe 1 mit der Vielzahl von Schaltungen 
versehen ist, wird die Scheibe an Schnittstellen 3, 4 ge- 
ritzt und dann gebrochen, so daB einzelne Chips 5 je mit 
einer Schaltung 2a auf der Oberseite und einer Schal- 
tung 2b auf der Unterseite entstehen. 

In Fig. 2 ist ein Chip 5, das gemaB Fig. I hergestellt 
wurde, in eine Offnung einer Tragerplatte 6 eingesetzt 
und am Rand mit dieser verklebt Die Tragerplatte 6 
tragt auf der Oberseite Anschliisse 8 a und auf der Un- 
terseite Anschliisse 86, die uber Drahte 7 a und 7b mit 
den entsprechenden Anschlussen der Schaltung des 
Chip 5 verbunden, namlich "gebondet" sind. 

Jeweils ein Chip 5 kann auch innerhalb der Trager- 
platte 6 rahmenfbrmig eingespannt sein. Die Anord- 
nung nach Fig. 2 bildet einen sogenannten integrierten 
Schaltkreis, z.B. eine logische Schaltung in Form eines 
EPROM oder RAM. 

Patentanspruche 

1. Halbleiter- Bauteil mit einer Siliziumscheibe, auf 
deren Oberflache eine Schaltung mit einer Vielzahl 
von Halbleiter-Funktionen ausgebildet ist, dadurch 
gekennzeichnet, daB auf beide Seiten der Scheibe 
(1) eine Schaltung (2a, 2b) aufgebracht ist 

2. Bauteil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB auf beide Seiten einer gegenuber einer 
Schaltung (2) groBen Scheibe (1) deckungsgleich 
gegenuberliegend je eine Vielzahl von Schaltungen 
(2a, 26) aufgebracht ist, derart, daB durch Brechung 
der Scheibe (1) einzelne Chips (5) mit zwei getrenn- 
ten Schaltungen (2a, 2b) auf beiden Seiten entste- 
hen. 

3. Bauteil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB ein Chip (5) in eine Offnung einer Trager- 
platte (6) eingesetzt ist (Fig. 2). 

4. Bauteil nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Schaltungen (2a, 2b) auf beiden Seiten 
identisch sind. 

5. Bauteil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, dafl die Schaltungen logische Schaltungen wie 
EPROMs, RAMs darstellen. 
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Abstract 



On the surface of the silicon disc is formed a circuit with a number of semiconductor functions. On either 
side of the disc (1 ) is formed a circuit (2a,b). Pref. a large disc carries such circuits in precise alignment 
each with a number of circuits. 

By breaking-up the disc, individual chips (5) with the partial circuits are formed. The chip may be 
inserted in an aperture of the support plate. The partial circuits on both sides may be identical, i.e. logic 
circuits, such as APROMs, RAMs etc. 

ADVANTAGE - Increased number of semiconductor functions per unit of surface. 
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